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Si Ge GaAs InSb 4H-SiC GaN

Eg

1,12 0,66 1,43 0,18 3,0 3,44

1,21 0,80 1,56 0,23 3,1 3,50

2 -1 -1

300

n

1500 3900 8500 78000 650 8500

77 2·105

300

p

600 1900 400 1700 300 400

77 5000

*
0m m

mdn
* 1,08 0,56 0,068 0,013 0,60 0,19

mdp
* 0,56 0,35 0,45 0,6 1,0 0,60

-3

T = 300
NC

19 19 17 16 19 18

T = 77 3,6 18 19 5,8 16 5,1 15 18 17

-3

T = 300
NV

19 18 7 18 19 19 19

T = 77 18 6,9 18 9,8 17 1,5 18 18 18

s 11,8 16,0 13,2 17,7 10,2 12,2

4,05 4,00 4,07 4,60 4,1 4,2

-3

T = 300
ni

10 13 7 16 -4 -10

T = 77 3 -20 1,4 -7 2,8 -33 1,2 10 -84 -95

-3 -3 -8 -8

LD 24 0,68 2250

n 3,44 4,0 3,4 3,75 2,6 2,4

2,4 10-6 5, 10-6 5, 10-6 5, 10-6 -6 -6

a, b, c 5,43 5,65 5,65 6,48

1415 936 1238 525 2830 2530


